
酸性アモノサーマル法による GaN 結晶育成に及ぼす圧力の効果 

The effect of pressure of GaN bulk crystal growth by acidic ammonothermal method 
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 大型バルクGaN結晶の量産化が可能な手法の一つとして、アモノサーマル法が挙げられる。現

在、気相法で作製されたGaN基板を用い、高出力発光ダイオードやレーザーダイオードなどへの

応用が進みつつあるが、パワースイッチング素子をはじめとする電子デバイスへの応用の為には

大口径化が必須である。アモノサーマル法は、超臨界水を溶媒とする人工水晶の水熱合成法と類

似し（超臨界アンモニアが溶媒）、高純度・無歪でソリがなく、低転位密度・大口径で安価なバル

クGaN基板を製造する手法として期待されている1。 

 我々は、ハロゲン化アンモニウムを鉱化剤とした「酸性アモノサーマル法」によるGaN結晶育

成へのこれまでの取り組みの中で、成長条件を最適化することにより、大口径化に適した比較的低

圧の成長条件下において、X線ロッキングカーブの半値全幅が25arcsec以下で無歪かつ高純度な結晶

を得ることに成功した2。また成長の最適条件を検討中に、鉱化剤濃度の上昇に伴い原料搬送量、

seed成長速度が増大することについても明らかにしてきた3。東北大における実験で得られたGaN

結晶の写真を図1に示す。 

本発表では、溶媒であるアンモニアの圧

力がGaN結晶育成に及ぼす影響を系統的に

調査した結果を報告する。全ての実験で容

積106 mlのオートクレーブを用い、鉱化剤

（NH4F）投入量を0.02 molで統一し（容器内

容積当たりの鉱化剤濃度は全て同一）、圧

力（溶媒アンモニア量）のみを変化させて

実験を行った。 

 原料搬送量及び seed 成長速度は、圧力の増加に伴い増大した後に極大を示し、より高圧側では

低下した。鉱化剤濃度に応じた最適圧力条件の決定が、GaN の高速成長を実現するために重要で

あることが明らかになった。 
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図 1 東北大で得られた GaN 結晶写真 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)14a-B1-3 

© 2015年 応用物理学会 17-243


